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@ Kondensator dla uktadu scalonego skladajacy si¢ z dielektryka mi¢dzy okladkami,
z ktorych jedna stanowi czesé plytki krzemowej, na ktérej jest wykonany ukiad scalony,
a druga jest warstwa metalu naniesionego na dielektryk, znamienny tym, ze diclektrykiem
jest zwiazek Cd, Fe,Te(0< x <£0,03) lub Cd,., Fe,Se(0< x <0,14), charakteryzujacy si¢ prze-
nikalnoscia dielektryczna odpowiednio 6000 i 4000.



Kondensator dla uktadu scalonego

Zastrzezenie patentowe

Kondensator dla uktadu scalonego sktadajacy si¢ z dielektryka migdzy oktadkami, z kto-
rych jedna stanowi cze$¢ ptytki krzemowej, na ktoérej jest wykonany uklad scalony, a druga jest
warstwa metalu naniesionego na dielektryk, znamienny tym, ze dielektrykiem jest zwiazek
Cd, Fe, Te(0 < x <0,03) lub Cd,_, Fe,Se(0 <x <0,14), charakteryzujacy si¢ przenikalnoscia diele-
ktryczng odpowiednio 6000 i 4000.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest kondensator dla uktadu scalonego z wykorzystaniem w cha-
rakterze dielektryka zwiazkéw A,B, z metalem przejsciowym.

Dotychczas w mikroelektronice stosuje si¢ dwie metody wykonywania kondensatorow
w ukladach scalonych a mianowicie zastosowanie ztacza p-n spolaryzowanego w kierunku zapo-
rowym oraz zastosowanie warstwy dielektryka, ktora stanowi SiO,. W pierwszym przypadku
wymagane jest zasilanie napigciem statym polaryzujacym zlacze p-n w kierunku zaporowym,
natomiast w drugim uzyskuje si¢ mata pojemnos¢ jednostkowa. Obydwie te metody bazujg na
krzemie, ktdrego przenikalno$é dielektryczna wynosi 12. Znany jest ze zgloszenia patentowego
polskiego nr P-305 824 sposéb wytwarzania kondensatoréw potprzewodnikowych w ukiadach
scalonych polegajacy na tym, ze stabo domieszkowang plytk¢ krzemowa implantuje si¢ jonami
tej samej domieszki i poddaje wygrzewaniu w temperaturze 1050°C w czasie nie przekra-
czajacym 15 minut. Uzyskuje si¢ dzigki temu warstwe o zwigkszonej przewodnosci, czgs¢ ktorej
stanowi¢ bedzie jedna z okladek kondensatora. Tak przygotowana plytke implantuje si¢ jonami
pierwiastkéw nieaktywnych chemicznie na przyktad azotem, neonem, argonem z energiami do-
branymi tak, aby zasieg jondéw byl mniejszy niz wytworzona wczesniej warstwa silnie domie-
szkowana. Nastepnie ptytke nalezy wygrza¢ w temperaturze okoto 300 - 400°C w czasie 15
minut i w ten sposéb uzyskuje si¢ warstwe dielektryczna. Nanosi si¢ na nig warstw¢ metalizacji,
ktora stanowi¢ bedzie druga okladke.

Istota kondensatora dla uktadu scalonego sktadajacego si¢ z dielektryka miedzy okladkami,
zktorych jedna stanowi cze$¢ pytki krzemowej, na ktérej jest wykonany ukiad scalony, a drugg jest
warstwa metalu naniesionego na dielektryk jest to, ze dielektrykiem jest zwiazek Cd,_.Fe, Te(0<x
<0,03) lub Cd,_Fe, Se(0<x<0,14) charakteryzujacy si¢ przenikalnoscia dielektryczna odpowie-
dnio 6000 i 4000.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze pozwala on na zwigkszenie pojemnosci jedno-
stkowej kondensatora i wytwarzanie ukiadow scalonych zawierajacych duze pojemnosci, bez
koniecznosci zwigkszenia powierzchni catego uktadu scalonego.

Wynalazek zostat blizej objasniony w oparciu o rysunek, na ktorym fig. 1 przedstawia
schemat kondensatora wykorzystujacego zwiazek A,B z metalem przejéciowym w charakterze
dialektryka, a fig. 2 i 3 - zaleznosci przenikalno$ci dielektrycznej € od temperatury przy réznych
czgstotliwosciach pomiarowych.

Kondensator wedlug wynalazku posiada plytke krzemowa 1, cze$¢ ktorej pelni rolg
okladki wewnetrznej, warstwe zwiazku A, B, z Zelazem 2 stanowiaca dielektryk oraz metaliczng
oktadke 3. W charakterze dielektryka zastosowano zwiazek Cdy gos5F € g035T€, dla ktérego uzy-
skano maksymalng przenikalnosc dielektryczng 6000. Przy grubosci dielektryka wynoszacej 5 pim,
wykonany kondensator potprzewodnikowy posiada pojemno$é jednostkowa 10,6 nF/mm?, czyli
okoto 9 razy wigcej niz w kondensatorach produkowanych w znany dotychczas sposob - dla zlacza
p-n spolaryzowanego zaporowo pojemnos¢ jednostkowa wynosi 1,2 nF/mm?.
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